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AM62Lx 电源实现方案

Brenda Diaz

摘要

本应用手册介绍了针对不同用例和低功耗模式的 AM62L 电源实现方案。本文中所述的供电网络 (PDN) 可用于指

导如何将 PMIC 或分立式电源设计集成到使用德州仪器 (TI) AM62L Sitara 处理器的应用中。提供了示例电源图和

数字图，以协助执行设计过程。如有任何问题或需要技术支持来帮助完成设计过程，请访问 TI E2E™ 设计支持论

坛。
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1 引言

AM62L 基于 Arm 的处理器是一款低成本、高能效的片上系统 (SoC)，设计用于各种工业和通用应用。AM62L 处
理器搭载两个 Arm Cortex-A53 内核，可提供强大的算力和安全启动等安全功能。凭借可扩展的软件开发工具包 

(SDK) 和开源硬件及设计工具，该器件能实现快速且高效的开发。这款 SoC 适用于智能计量、电动汽车 (EV) 充
电、物联网 (IOT) 网关、工业人机界面 (HMI)、患者监护等应用。

AM62L 采用电源管理架构开发，可实现更低的功率耗散、更低的 BOM 成本和灵活的电源设计。在这种电源架构

中，需要 4-5 个外部稳压器来为主内核 (VDD_CORE)、RAM (VDDR_CORE)、DDR PHY IO (VDDS_DDR)、
VDDA 模拟电源（可通过适当的滤波与 1.8V IO 进行组合）和 1.8V/3.3V IO 电源供电。表 1-1 突出显示了这种 

SoC 电源架构的部分优势。

备注
如果用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方，应以数据表规格为准。

表 1-1. AM62L 电源特性

电源架构特性 优势

✓ 低功耗模式 4 种低功耗模式（仅 RTC、RTC + IO + DDR、DeepSleep 和待机）显著降低了功耗，并实现了更高的能

效和更长的电池续航时间。

✓ 有功功率 在低活动用例中，低有功功率和 OS 空闲模有助于降低功耗。

✓ 内核电压 通过 0.75V 固定内核电压电源，实现差异化的低功耗功能，支持高达 1.25GHz 的双路 A53。

✓ 电压域 单核电压域可实现低成本电源设计，并简化电源管理的软件控制流程。

✓ 内部双电压 LDO 集成了一个 3.3V LDO (SDIO)，可切换到 1.8V 来为 SD 卡接口供电，并支持 UHS-I 速度。这种内部 

LDO 使设计人员不再需要外部双电压 LDO，从而能够减小 BOM 的尺寸并降低成本。

✓ 电源实现方案 灵活的电源时序和电源整合，简化了 PMIC 或分立电源实现方案，并允许进行优化以降低 BOM 尺寸和成

本。

✓ 配套 PMIC TPS65214 是一款 3.5mm x 3.5mm 电源管理 IC (PMIC)，针对成本和空间进行了优化，专门用于为 

AM62L 供电。该器件集成了监控器和序列发生器，可监测所有电源轨并完全控制时序。
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2 电源管理 IC (PMIC) 概述

TPS65214 PMIC 包含五个稳压器：3 个降压稳压器和 2 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 

2A 的电流，其余的降压稳压器每个可支持 1A 电流。LDO1 可支持 300mA 的最大输出电流，LDO2 可支持 

500mA 的最大输出电流。两个 LDO 都可以配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间，可以支持

通用的 3.3V 或 5V 系统电压。图 2-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65214 PMIC 具有一个 I2C 接
口、两个 GPIO 引脚和三个多功能引脚，可提供完整的电源组，为 AM62L SoC 和主要外设供电。

TPS65214 器件有多个不同的可订购器件型号 (OPN)，具有独特的 OTP 设置，以支持不同的应用。每个 

TPS65214 PMIC 器件可通过器件型号和 TI_DEV_ID / NVM_ID 寄存器字段进行区分。器件型号的数字 #9-10 代
表默认 OTP 配置。例如，TPS6521401 具有独特的 OTP 设置，以支持 AM62L SoC 的电压和时序控制要求。

备注
TPS6521401 用于 AM62L EVM

TPS65214

SCL

SDA

nRSTOUT

nINT

MODE/STBY

LX_B3

FB_B3Buck3 10 �F  (Cout depends on configuration)

1.1-V DDR-supply

(adjustable 0.6V to 3.4V)

PVIN_B2

4.7 �F

From 2.5-V to VSYS 

system power

1.8-V or 3.3-V IO-supply

(adjustable 0.6V to 3.4V)

VDD1P8

From 2.5-V to 5.5-V 

system power

2.2 �F

Supervisor 

and up-/ 

down- 

sequencer

FB_B3

FB_B2

FB_B1

DIGITAL

I
2
C

To / from SOC

From SOC

10 �
VIO

10 �
VIO

To SOC

To SOC

From SOC

OD

OD

LX_B2

FB_B2Buck2 10 �F  (Cout depends on configuration)

VLDO1

AGND

DVS

GPIO/VSEL
From SOC

10 �
VIO

10 �
VIO

OD

VLDO2

VSYS/

PVIN_LDO12

2.2 �F

1.8-V or 3.3-V IO-supply

(adjustable 0.6V to 3.3V)

4.7 	F

GPO/

nWAKEUP
To External rail EN / SOC OD

10 

VIO

VLDO1

2.2 �F

1.8-V Analog-supply

(adjustable 0.6V to 3.3V)

VLDO2

DVS

LDO1

0.75-V Core-supply

(adjustable 0.6V to 3.4V)

LX_B1

FB_B1
Buck1

(Cout depends on configuration) 10 �F

PVIN_B1

4.7 
F

From 2.5-V to VSYS 

system power

DVS

PVIN_B3

4.7 �F

From 2.5-V to VSYS 

system power

PB/EN/

VSENSE
VSYS/PVIN_LDO12

Momentary push-button    

LDO2

PGND

PGND

INT LDO

Wake-Up

图 2-1. TPS65214 功能框图
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3 低功耗模式和电源优化

AM62L 提供以下几种低功耗模式：仅 RTC、RTC + IO + DDR、DeepSleep 和待机。有关每种低功耗模式和支持

的唤醒源的详细说明，请参阅 AM62L 技术参考手册的“电源”部分。总体来说，在仅 RTC 期间，RTC 电源轨 

(VDDS_RTC / VDD_RTC) 保持开启状态，其余电源轨将关闭。在 RTC + IO + DDR 期间，主内核 (VDD_CORE) 
和 1.8V 模拟 (VDDA) 关闭，其余电源轨保持开启状态。而在 DeepSleep 和待机时，所有外部电源轨都保持开启

状态。表 3-1 显示了三个 PDN，用于根据所需的低功耗模式为 AM62L+LPDDR4 供电，实现不同的功率优化。此

表还包括一个用于 DDR4 电源实现的 PDN。

对于不使用低功耗模式的应用：如果 3.3V 总 IO 电流低于 500mA，建议使用 PDN#1。如果 3.3V 总 IO 电流高于 

500mA，建议使用 PDN#2。

表 3-1. AM62L 供电网络 (PDN)
电源优化 内存 支持的低功耗模式

仅限 RTC RTC + IO + DDR DeepSleep 待机

最低 BOM 尺寸、成本 (PDN#1) (1) LPDDR4 ✓ ✓

最低挂起功耗 (PDN#2) (2) LPDDR4 ✓ ✓ ✓

完全灵活的设计 (PDN#3) (2) LPDDR4 ✓ ✓ ✓ ✓

DDR4 电源示意图 (PDN#4) (3) DDR4 ✓ ✓ ✓ ✓

(1) PDN#1 使用自定义 PMIC 配置，可应要求为大批量应用提供。

(2) PDN#2 和 PDN#3 使用 TPS6521401 PMIC 配置。

(3) PDN#4 使用 TPS6521402 PMIC 配置。
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3.1 PDN#1：针对 BOM 尺寸和成本优化电源设计

本节中所述的供电网络 (PDN) 提供了优化的电源设计，可实现更小的 BOM 尺寸和更低的成本。该设计使用单个 

3.5mm × 3.5mm 电源管理 IC (PMIC) 为所有 SoC 电源域供电。或者，可以使用分立式组件来实现电源设计。图 

3-1 展示了 PMIC 实现。此 PDN 可用于不使用仅 RTC 模式和 RTC + IO + DDR 低功耗模式的应用。

亮点：

• 估计的 BOM 尺寸：36.97mm2 （不包括 PCB 间隙）。

• 如果 3.3V IO（包括 AM62L + 外设）上的总电流低于 500mA，则所有 SoC 电压域都由单个 PMIC 供电。

• 如果 3.3V IO（包括 AM62L + 外设）上的总电流高于 500mA，请参阅 节 3.2
• 使用 3.3V 输入电源（最低功耗）时，PMIC LDO2 配置为 3.3V 负载开关。

• 当使用 4V–5V 输入电源时，PMIC LDO2 配置为 3.3V LDO。

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

TPS65214xx

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V or 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.1V

3.3V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

1.8V

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)
Vin

图 3-1. AM62L PDN 针对 BOM 尺寸和成本进行了优化

备注
连接到 VDDA_3P3_SDIO 的电源开关是可选的，仅在应用中使用 SD 卡时才需要。VPP 1.8V LDO 是
可选的，仅在需要板载 eFuse 编程时才需要。有关分立式实现方案的示例，请参阅 附录 A。
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图 3-2 显示了 PDN#1 的 SoC 和 PMIC 之间的数字连接。图中还显示了需要外部上拉电阻器的数字引脚。可以使

用前置稳压器的电源正常信号来驱动 PMIC 使能引脚 (EN/PB/VSENSE)。或者，如果前置稳压器未集成电源正常

信号，则可以将该信号上拉至 PMIC_VSYS。PMIC nRSTOUT 可驱动 RTC 上电复位 (RTC_PORz) 和 SoC 主复

位 (PORz)。当不支持仅 RTC 模式和 RTC + IO + DDR 低功耗模式时，允许这样做。PMIC_LPM_EN0 可驱动 

PMIC MODE/STBY 引脚，将 DC/DC 开关模式从强制 PWM 切换到自动 PFM，并在 DeepSleep 和待机/OS 空闲

低功耗模式期间提高电源效率。这是可选的，需要将 PMIC MODE/STBY 引脚配置为“MODE”。

TPS65214xx

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPO/NWAKEUP

SDA

GPIO/VSEL

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

flo��ng

floa�ng

PMIC VSYS
VDDS_RTC/

VDDS_OSC0

VDDSHV1

1.8V/3.3V

图 3-2. SoC - PDN#1 的 PMIC 数字连接

备注
PMIC_LPM_EN0 不需要外部上拉电阻器；SoC 具有一个内部上拉电阻器，可以在 VDDS_RTC 通电时

将信号驱动为高电平。PORz 可耐受 3.3V 电压，并且只要 VDDS_OSC0 通电，外部上拉电阻器就可以

连接到 1.8V 电源或 3.3V 电源。

图 3-3. PMIC BOM 示例
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3.2 PDN#2：针对最低挂起功耗优化的电源设计

本节介绍的供电网络 (PDN) 针对最低挂起功耗进行了优化，支持除仅 RTC 模式之外的所有低功耗模式。该 PDN 
使用 3.5mm x 3.5mm PMIC 和外部 3.3V 分立式稳压器来为所有 SoC 电源域供电。对于使用 RTC + IO + DDR 低
功耗模式的应用或在 3.3V IO 上需要超过 500mA 电流的应用，建议使用此 PDN。此 PDN 可在进入 RTC + IO + 
DDR 低功耗模式时关闭 VDD_CORE 和 VDDA，以降低功耗。图 3-4 显示了使用 TPS6521401 配置的 PMIC 实
现方案。

亮点：

• 使用 TPS6521401 PMIC。AM62L EVM 中使用了此 PMIC 配置。提供相应的硬件设计文件。

• 3.3V 输入电源（PMIC + 3.3V 电源开关）的 BOM 尺寸估计值：41.69mm2 （不包括 PCB 间隙）。电源开关

示例：TPS22954。
• 4V–5V 输入电源（PMIC + 3.3V 降压转换器）的 BOM 估算值：58.68mm2 （不包括 PCB 间隙）。降压示

例：TPS62A01。
• 外部 3.3V 分立式稳压器可根据 3.3V IO（包括 SoC + 外设）所需的总电流进行扩展。

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

TPS6521401

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V or 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.1V

0.75V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC
Power Switch

or 

DCDC

Vout
3.3V

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

Vin

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

1.8V

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)
Vin

图 3-4. AM62L PDN 针对最低挂起功耗进行了优化
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备注
连接到 VDDA_3P3_SDIO 的电源开关是可选的，仅在应用中使用 SD 卡时才需要。VPP 1.8V LDO 是
可选的，仅在需要板载 eFuse 编程时才需要。

图 3-5 展示了 PDN#2 的 SoC 和 PMIC 之间的数字连接。图中还显示了需要外部上拉电阻器的数字信号。可以使

用前置稳压器的电源正常信号来驱动 PMIC 使能引脚 (EN/PB/VSENSE)。或者，如果前置稳压器未集成电源正常

信号，则可以将该信号上拉至 PMIC_VSYS。PMIC nRSTOUT 和 3.3V IO 的电源正常信号驱动主 SoC 复位

(PORz)。PMIC GPO 配置为用作 RTC 电源轨（BUCK2 和 LDO2）的电源正常信号，并驱动 RTC 上电复位 

(RTC_PORz)。在进入“RTC + IO + DDR”低功耗模式时，PMIC_LPM_EN0 会驱动 PMIC MODE/STBY 引脚，
以将 PORz 拉至低电平并关闭 VDD_CORE (BUCK1) 以及 VDDA (LDO1)。

TPS6521401

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPO/NWAKEUP

SDA

GPIO/VSEL

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

PMIC VSYS

VDDS_RTC

VDDSHV1

1.8V/3.3V

Power Switch

or 

DCDC

EN

VDDS_OSC0

3.3V_PG (power good)
PG

PMIC VSYS

图 3-5. SoC - PDN#2 的 PMIC 数字连接

备注
PMIC_LPM_EN0 不需要外部上拉电阻器；SoC 具有一个内部上拉电阻器，可以在 VDDS_RTC 通电时

将信号驱动为高电平。PORz 可耐受 3.3V 电压，并且只要 VDDS_OSC0 通电，外部上拉电阻器就可以

连接到 1.8V 电源或 3.3V 电源。
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表 3-2. TPS6521401 数字配置
OTP Config 极性

EN/PB/VSENSE 配置为使能 • 高电平：PMIC 执行上电序列。

• 低电平：PMIC 执行断电序列。

MODE/STBY 模式和待机 • 高电平：PMIC 处于工作状态。启用所有电源轨。降压稳压器在强制 PWM 模式下运行。

• 低电平：处于待机状态的 PMIC。Buck1 和 LDO1 关闭。降压稳压器在自动 PFM 模式下运

行。

GPIO/nWAKEUP 漏极开路 GPO • 配置为用作 Buck2 和 LDO2 的电源正常信号。当 PMIC 进入待机状态时，该数字引脚驱动 

RTC_PORz 并保持高电平/高阻态，以支持 AM62L RTC+DDR 低功耗模式。

GPIO/VSEL 漏极开路 GPO • 配置为启用/禁用外部 3.3V 分立式器件。

备注
请参阅 TPS6521401 技术参考手册，获取默认 PMIC OTP 寄存器设置的完整列表。
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3.3 PDN#3：完全灵活的电源设计

本节中介绍的供电网络 (PDN) 提供了一种灵活的 PMIC + 分立式电源设计，可支持所有 SoC 低功耗模式。此 

PDN 通过将 VDDS_RTC (1.8V) 和 VDD_RTC (0.75V) 与其余电源轨隔离开来，从而支持仅 RTC 低功耗模式。通

过为 RTC 域提供常开型分立式器件，可以在仅 RTC 低功耗模式期间，关闭整个 PMIC 和外部 3.3V 分立式器件，
同时仅保持 RTC 电源轨开启，以此显著降低功耗。当进入仅 RTC 低功耗模式时，AM62L PMIC_LPM_EN 信号

会将 PMIC 使能引脚驱动为低电平。图 3-6 所示为 PMIC + 分立式电源的实现方案。

亮点：

• 此 PDN 可通过 TPS6521401 PMIC 实现（即 AM62L EVM 中使用的 PMIC OTP 配置）。

• 支持 所有 AM62L 低功耗模式。

• BOM 尺寸极其依赖于针对 RTC 电源轨和 3.3 IO 所选择的分立器件。

• 使用 3.3V 输入电源（更低功耗）时，会使用外部 3.3V 电源开关。示例 IC：TPS22954。
• 当使用 4V–5V 输入电源时，需要使用外部 3.3V DCDC。示例 IC：TPS62A01。
• 外部 3.3V 离散电流额定值可根据 3.3V IO 所需的总电流来扩展。

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

TPS6521401

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V or 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.1V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC
Power Switch

or 

DCDC

Vout
3.3V

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

Vin

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

LDO

LDO

1.8V

0.75V

1.8V

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)

Vin

EN

Vin

EN

Vin

Vout

Vout

图 3-6. AM62L 完全灵活的 PDN

备注
连接到 VDDA_3P3_SDIO 的电源开关是可选的，仅在应用中使用 SD 卡时才需要。VPP 1.8V LDO 是
可选的，仅在需要板载 eFuse 编程时才需要。
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图 3-7 展示了 PDN#3 的 SoC 和 PMIC 之间的数字连接。图中还显示了需要外部上拉电阻器的数字信号。当进入

仅 RTC 低功耗模式时，SoC PMIC_LPM_EN0 会驱动 PMIC 使能引脚 (EN/PB/VSENSE) 以关闭 PMIC。为 RTC 
电源轨供电的分立式 LDO 的电源正常信号组合起来，可驱动 RTC_PORz。此外，如果在外部分立式 LDO 上检测

到故障，两个上电复位之间的漏极开路缓冲器允许将 PORz 拉低并使 SoC 保持复位状态。PMIC nRSTOUT、
3.3V IO 的电源正常信号和漏极开路缓冲器的输出，可驱动主 SoC 复位 (PORz)。

Bu�er

(Open-drain)

TPS6521401

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPO/NWAKEUP

SDA

GPIO/VSEL

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

PMIC VSYS

VDDS_RTC

VDDSHV1

1.8V or 3.3V

Power Switch

or 

DCDC

EN

VDDS_OSC0

3.3V_PG (power good)
PG

PMIC VSYS

LDO (optional)

LDO (optional) PG

PG

floa�ng

图 3-7. SoC - PDN#3 的 PMIC 数字连接

备注
PMIC_LPM_EN0 不需要外部上拉电阻器；SoC 具有一个内部上拉电阻器，可以在 VDDS_RTC 通电时

将信号驱动为高电平。PORz 可耐受 3.3V 电压，并且只要 VDDS_OSC0 通电，外部上拉电阻器就可以

连接到 1.8V 电源或 3.3V 电源。
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3.4 PDN#4：DDR4 的电源实现方案

本节中介绍的供电网络 (PDN) 支持 AM62L + DDR4。如果不需要 仅 RTC 模式或 RTC+IO+DDR 低功耗模式，
VDD_RTC 可以连接到 VDD_CORE (Buck1)，而 VDDS_RTC 可以连接到 1.8V IO (Buck2)。图 3-8 显示了使用 

TPS6521402 配置的 PMIC 实现方案。

亮点：

• 使用 TPS6521402 PMIC。

• 只有在应用启用 仅 RTC 模式或 RTC+IO+DDR 低功耗模式时，才需要两个外部的 1.8V/0.75V 分立式 LDO。

• BOM 尺寸极其依赖于针对 RTC 电源轨和 3.3 IO 所选择的分立器件。

• 使用 3.3V 输入电源（更低功耗）时，会使用外部 3.3V 电源开关。示例 IC：TPS22954。
• 当使用 4V–5V 输入电源时，需要使用外部 3.3V DCDC。示例 IC：TPS62A01。
• 外部 3.3V 离散电流额定值可根据 3.3V IO 所需的总电流来扩展。

RTC always-ON LDOs

(only needed if applica�on requires RTC-only or RTC+DDR low power modes)

1.8V low Iq LDO

(Example: TPS797)

0.75V low Iq LDO

1.8V

0.75V

VDDS_RTC

VDD_RTC

Example Peripherals

D
D

R
4

TPS6521402

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDDQ

VPP

VTT

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V - 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.2V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

Buck3 (1.2V)

RTC

VDDS_RTC
Power Switch

or 

DCDC

Vout
3.3V

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

Vin

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

1.8V

LDO2_DDR_VPP

Switch

(Optional)

Vin

EN

Vin

EN

Vin

Vout

Vout

LDO2_DDR_VPP

0.6VTPS51206

VTT termination

(optional)

Battery or Pre-Reg

图 3-8. DDR4 的电源实现方案
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备注
连接到 VDDA_3P3_SDIO 的电源开关是可选的，仅在应用中使用 SD 卡时才需要。VPP 1.8V LDO 是
可选的，仅在需要板载 eFuse 编程时才需要。如果应用程序启用了需要关闭外部电源的低功耗模式

（即仅 RTC 模式或 RTC+DDR 低功耗模式），则 VDDS_RTC 和 VDD_RTC 必须由分立式的常开稳压

器供电。这是 AM62L + DDR4 PDN 的设计要求。

图 3-9 显示了 SoC 与 PMIC 之间的数字连接及所需的上拉电阻器。当系统进入 仅 RTC 低功耗模式时，SoC 
PMIC_LPM_EN0 会驱动 PMIC 的使能引脚 (EN/PB/VSENSE)。否则，该信号会驱动 PMIC MODE/STBY 引脚。

Bu�er

(Open-drain)

TPS6521402

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPIO/VSEL

SDA

GPO/NWAKEUP

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

PMIC VSYS

VDDS_RTC

VDDSHV1

1.8V or 3.3V

Power Switch

or 

DCDC

EN

VDDS_OSC0

3.3V_PG (power good)
PG

PMIC VSYS

LDO (optional)

LDO (optional) PG

PG

PMIC VSYS

图 3-9. DDR4 数字连接用例
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表 3-3. TPS6521402 数字配置
OTP Config 极性

EN/PB/VSENSE 配置为使能 • 高电平：PMIC 执行上电序列。

• 低电平：PMIC 执行断电序列。

MODE/STBY 模式和待机 • 高电平：PMIC 处于工作状态。启用所有电源轨。降压稳压器在强制 PWM 模式下运行。

• 低电平：处于待机状态的 PMIC。Buck1 和 LDO1 关闭。降压稳压器在自动 PFM 模式下运

行。

GPIO/nWAKEUP 漏极开路 GPO • 配置为启用/禁用外部 3.3V 分立式器件。

GPIO/VSEL 漏极开路 GPO • 该引脚配置为设置 BUCK3 上的电压，并需要上拉以输出 DDR4 的 1.2V。

备注
请参阅 TPS6521402 技术参考手册，获取默认 PMIC OTP 寄存器设置的完整列表。
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4 上电序列

图 4-1 显示了以 TPS6521401 OTP 配置作为参考的上电时序。有关详细的时序波形和要求，请参阅 AM62L 数据

表。

Buck2 / 1.8V

GPIO (TPS65214)

1.5ms

LDO2 / 0.75V (TPS65214)

LDO1 / 1.8V (TPS65214)

3ms

Buck3 / 1.1V

Buck1 / 0.75V

nRSTOUT

10ms

PMIC enable

Supply

Slot_0

3ms

Slot_1

0ms

Slot_2

3ms

Slot_3

1.5ms

Slot_4

1.5ms

Slot_5

3ms

Slot_6

3ms

Slot_7

3ms

Slot_8

10ms

3ms

10.5ms

VDDS_DDR

PORz

RTC_PORz (PDN#1)

VDD_CORE

VDD_RTC (PDN#1)

DVDD1V8

VDDS_RTC (PDN#1 or PDN#2)

VDDA_1V8

DVDD3V3

Power Rail AM62L DomainSequence

tDEGL_EN_Rise_Fast + tREACTION_ON

VDD_RTC (PDN#2)

Disctete#1 / 1.8V (1)
VDDS_RTC (PDN#3)

Discrete#2 / 0.75V (1)
VDD_RTC (PDN#3)

GPO (TPS65214)

RTC_PORz (PDN#2)

PMIC_LPM_EN0

Discrere1&2 power-good

RTC_PORz (PDN#3)

图 4-1. AM62L 上电序列
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5 下电序列

图 5-1 显示了以 TPS6521401 OTP 配置作为参考的断电时序。此断电时序不包括从工作模式到低功耗模式的 

SoC 时序。该图仅展示了当通过硬件（将使能引脚拉至低电平）或软件（I2C OFF 请求）向 PMIC 发送关闭请求

时的断电时序。有关详细的时序波形和要求，请参阅 AM62L 数据表。

Buck3 / 1.1V

nRSTOU

GPO (TPS6521401)

3ms

BUCK2 / 1.8V

LDO1 / 1.8V

LDO2 / 0.75V

BUCK1 / 0.75V

3ms

GPIO

PMIC OFF request

tDEGL_OFF

Slot_0

1.5ms

Slot_1

1.5ms

Slot_2

3ms

Power Rail AM62L DomainSequence

VDDS_DDR

PORz

RTC_PORz  

DVDD1V8

VDDA_1V8

VDD_RTC

VDD_CORE

DVDD3V3

Slot_3

3ms

图 5-1. AM62L 断电序列
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6 总结

AM62L 电源架构的开发融入了诸多特性，使设计人员能够降低功耗及 BOM 面积和成本。本应用手册中介绍了三

种供电网络 (PDN)，并通过一些示例说明了如何优化电源设计以满足系统级要求，包括在低活动状态下减少 BOM 
面积、成本和功耗。

7 参考资料

• 德州仪器 (TI)，AM62Lx Sitara™ 处理器，数据表。

• 德州仪器 (TI)，AM62L 技术参考手册，技术参考手册。

• 德州仪器 (TI)，TPS65214 集成电源管理 IC 处理器 数据表。

• 德州仪器 (TI)，TPS6521401 技术参考手册，技术参考手册。

• 德州仪器 (TI)，TPS6521402 技术参考手册，技术参考手册。

总结 www.ti.com.cn
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A 附录 A：PDN#1 的分立式电源实现方案

本节介绍 PDN#1 的分立式电源实现方案。对于针对 BOM 尺寸和成本的优化电源解决方案，也可以使用具有与下

列器件等效的属性的分立式组件来实现。图 A-1 显示了 5V 输入电源和 LPDDR4 用例的示例电源图。

• VDD_CORE (0.75V)：TPS62A02
• VDDS_DDR (1.1V)：TPS62A01
• VDDSHV (3.3V IO / 1.8V IO)

– 如果总电流 > 500mA：TPS62A01 (DCDC)
– 如果总电流 < 500mA：TPS74501 (LDO)

• VDDA（1.8V 模拟）：LP5912 （低噪声 LDO）

备注
该分立式 PDN 是一个电源实现方案的示例，未经 TI 测试或验证。

TPS62A02

(2A Buck)

TPS62A01 

(1A Buck)

DCDC or LDO

LP5912

(low noise LDO with 

PG

5V
0.75V

1.1V

3.3V

TPS62A01 

(1A Buck) 1.8V

1.8V

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

1.8V fixed-voltage IO

1.8V

VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)
Vin

图 A-1. 针对 BOM 尺寸和成本优化的 PDN - 分立式实现方案
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备注
连接到 VDDA_3P3_SDIO 的电源开关是可选的，仅在应用中使用 SD 卡时才需要。VPP 1.8V LDO 是
可选的，仅在需要板载 eFuse 编程时才需要。

图 A-2. 分立式 BOM 示例

需要采用适当的逻辑实现方案来满足 SoC 时序要求和复位架构。图 A-3 展示了使用 LM3380 序列发生器和 6 通
道开漏缓冲器的示例。以橙色突出显示的连接表示为 SoC 电源轨和系统电源供电的器件的电源正常信号。

EN

Out_1

Out_2

Out_3

3.3V IO

1.8V 

(IO/Analog)

DDR CORE

ON/OFF

LM3880

(sequencer)

SN74LV07A

(open-drain 

bu�er)
PORz

DELAY

(i.e. RC delay)

图 A-3. 逻辑实现方案 - 示例
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9 修订历史记录

Changes from Revision A (September 2025) to Revision B (October 2025) Page
• 为支持 DDR4 添加了新的电源实现方案 ............................................................................................................ 5
• 修复了 TPS6521401 TRM 的链接。...................................................................................................................8

Changes from Revision * (March 2025) to Revision A (September 2025) Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.........................................................................................1
• 在标题中向器件型号添加了“X”以包含器件系列..............................................................................................1
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